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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-08-25 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2017-04-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60749-44:2014-08.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 631 ,Halbleiterbauelemente® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 ,Semiconductor devices” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ibernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung

wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.
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EUROPAISCHE NORM EN 60749-44

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2016

ICS 31.080.01

Deutsche Fassung

Halbleiterbauelemente —
Mechanische und klimatische Prifverfahren —
Teil 44: Prufverfahren zur Einzelereignis-Effekt-Neutronenbestrahlung von

Halbleiterbauelementen
(IEC 60749-44:2016)

Semiconductor devices — Dispositifs a semiconducteurs —

Mechanical and climatic test methods — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques —
Part 44: Neutron beam irradiated single event Partie 44: Méthode d’essai des effets d’un
effect (SEE) test method for semiconductor événement isolé (SEE) irradié par un faisceau
devices de neutrons pour des dispositifs a

(IEC 60749-44:2016) semiconducteurs

(IEC 60749-44:2016)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2016-08-25 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Europaisches Vorwort
Der Text des Dokuments 47/2303/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe der IEC 60749-44, erarbeitet vom
IEC/TC 47 ,Semiconductor devices”, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von
CENELEC als EN 60749-44:2016 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2017-05-25
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow):  2019-08-25
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60749-44:2016 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise“ zu der aufgelisteten Norm die nachstehende
Anmerkung einzutragen:

IEC 60749-38 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60749-38.
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1 Anwendungsbereich

In diesem Teil der IEC 60749 ist ein Prif- und Messverfahren hinsichtlich von Einzelereignis-Effekten (SEE;
en: single event effect) bei hochintegrierten Halbleiterbauelementen einschlieRlich der Fahigkeit des Daten-
erhalts (data retention) bei Halbleiterbauelementen mit Speicherelementen festgelegt, wenn diese Bauele-
mente atmospharischer Neutronenstrahlung, die durch kosmische Strahlen verursacht wird, ausgesetzt wer-
den. Die Empfindlichkeit gegenulber Einzelereignis-Effekten wird gemessen, indem das Bauelement mit ei-
nem Neutronenstrahl bekannten Flusses beansprucht wird. Dieses Prif- und Messverfahren kann bei allen
Bauarten integrierter Schaltungen angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Halbleiterbauelemente unter Hochspannungsbeanspruchungen kénnen mit den Einzelereignis-Effekten
einschlief3lich dem Single-Event-Burnout (SEB) als auch dem Single-Event-Gate-Rupture (SEGR) geprift werden; da je-
doch diese Prifungsart nicht zum Anwendungsbereich dieses Dokumentes gehort, siehe IEC 62396-4 [2].

ANMERKUNG 2 Neben den hochenergetischen Neutronen kdnnen einige Halbleiterbauelemente infolge thermischer
Neutronen mit niedriger Energie (< 1 eV) eine Soft-Error-Rate aufweisen. Diese Tatsache gehort nicht zum Anwendungs-
bereich dieses Dokumentes; siehe dazu IEC 62396-5 [3].

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieBlich aller Anderungen).

Keine.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1

kritische Ladung

chit

kleinste Ladung, die einen Einzelereignis-Effekt (SEE, en: single event effect) verursachen wird, wenn sie in
einem stérungsempfindlichen Raum injiziert oder eingelagert wird

3.2

Single-Event-Upset

SEU

Anderung des logischen Zellenzustands eines Bauelementes, wenn die in einem Halbleiterbauelement ab-
sorbierte Strahlung dazu ausreichend grol} ist

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Nach einem neuen Schreibzyklus kann der Originalzustand wieder hergestellt werden.

3.3

Multiple-Bit-Upset

MBU

Energie, die im Silizium eines Bauelementes der Elektronik infolge eines einzelnen ionisierten Teilchens ge-
speichert wird und eine Stérung (Upset) von mehr als einem Bit innerhalb desselben Wortes verursacht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Definition des MBU wurde infolge der Aufnahme der Definition von MCU Uberarbeitet.
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